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(57)摘要

提供集成电路装置、振荡器、电子设备以及

移动体，能够降低放射噪声等噪声，并且能够生

成基于振荡信号的高精度的时钟信号。集成电路

装置包含：第1焊盘、第2焊盘，它们与振子的一

端、另一端电连接；振荡电路，其与第1焊盘和第2

焊盘电连接，通过使振子进行振荡而生成振荡信

号；以及输出电路，其根据振荡信号来输出时钟

信号。振荡电路沿着集成电路装置的第1边、与第

1边交叉的第2边、作为第1边的对边的第3边以及

作为第2边的对边的第4边中的第1边配置。第1焊

盘和第2焊盘在俯视时沿着第1边配置在振荡电

路内，输出电路沿着第2边配置。
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1.一种集成电路装置，其特征在于，该集成电路装置包含：

第1焊盘，其与振子的一端电连接；

第2焊盘，其与所述振子的另一端电连接；

振荡电路，其与所述第1焊盘和所述第2焊盘电连接，通过使所述振子进行振荡而生成

振荡信号；以及

输出电路，其根据所述振荡信号来输出时钟信号，

所述振荡电路沿着集成电路装置的第1边、与所述第1边交叉的第2边、作为所述第1边

的对边的第3边以及作为所述第2边的对边的第4边中的所述第1边配置，

所述第1焊盘和所述第2焊盘在俯视时沿着所述第1边配置在所述振荡电路内，

所述输出电路沿着所述第2边配置。

2.根据权利要求1所述的集成电路装置，其特征在于，

所述输出电路配置在所述第2边与所述第3边交叉的拐角部。

3.根据权利要求1或2所述的集成电路装置，其特征在于，

该集成电路装置包含温度补偿电路，该温度补偿电路根据来自温度传感器的温度检测

电压，进行所述振荡电路的振荡频率的温度补偿，

在设从所述第1边朝向所述第3边的方向为第1方向、从所述第2边朝向所述第4边的方

向为第2方向时，所述温度补偿电路配置在所述振荡电路的所述第1方向且所述输出电路的

所述第2方向上。

4.根据权利要求3所述的集成电路装置，其特征在于，

该集成电路装置包含控制电路，该控制电路对所述温度补偿电路进行控制，

所述控制电路配置在所述温度补偿电路的所述第2方向上。

5.根据权利要求3所述的集成电路装置，其特征在于，

该集成电路装置包含调节器，该调节器向所述温度补偿电路供给调节电源电压，

所述调节器配置在所述温度补偿电路的所述第1方向上。

6.根据权利要求5所述的集成电路装置，其特征在于，

该集成电路装置包含：

基准电压生成电路，其向所述调节器供给基准电压；以及

地焊盘，其被供给地电压，

所述基准电压生成电路配置在所述地焊盘与所述调节器之间。

7.根据权利要求1或2所述的集成电路装置，其特征在于，

该集成电路装置包含：

温度传感器；以及

温度补偿电路，其根据来自所述温度传感器的温度检测电压，进行所述振荡电路的振

荡频率的温度补偿，

在设从所述第1边朝向所述第3边的方向为第1方向、从所述第2边朝向所述第4边的方

向为第2方向时，所述温度传感器配置在所述振荡电路的所述第2方向上。

8.根据权利要求7所述的集成电路装置，其特征在于，

所述温度传感器配置在所述第1边与所述第4边交叉的拐角部。

9.根据权利要求1所述的集成电路装置，其特征在于，
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该集成电路装置包含输出所述时钟信号的时钟焊盘，

所述时钟焊盘配置在所述输出电路内。

10.根据权利要求1所述的集成电路装置，其特征在于，

该集成电路装置包含：

电源焊盘，其被供给电源电压；

地焊盘，其被供给地电压，

所述电源焊盘沿着所述第2边配置，

所述地焊盘沿着所述第4边配置。

11.根据权利要求1所述的集成电路装置，其特征在于，

所述振荡电路以沿着所述第1边的方向为长边方向而配置。

12.根据权利要求1所述的集成电路装置，其特征在于，

所述输出电路以沿着所述第2边的方向为长边方向而配置。

13.一种振荡器，其特征在于，该振荡器包含：

权利要求1～12中的任意一项所述的集成电路装置；以及

所述振子。

14.一种电子设备，其特征在于，该电子设备包含：

权利要求1～12中的任意一项所述的集成电路装置；以及

处理装置，其根据所述时钟信号来进行动作。

15.一种移动体，其特征在于，该移动体包含：

权利要求1～12中的任意一项所述的集成电路装置；以及

处理装置，其根据所述时钟信号来进行动作。
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集成电路装置、振荡器、电子设备以及移动体

技术领域

[0001] 本发明涉及集成电路装置、振荡器、电子设备以及移动体等。

背景技术

[0002] 以往，公知具有使石英振子等振子进行振荡的振荡电路的集成电路装置。在专利

文献1中公开了这样的集成电路装置的布局配置。在专利文献1中公开了与振子连接的焊

盘、被供给电源的焊盘、电源线的布局配置方法。在专利文献1的集成电路装置中，在集成电

路装置的对置的2个边上分别各配置有两个与振子连接的焊盘。这两个焊盘也被称为XI焊

盘、XO焊盘。

[0003] 专利文献1：日本特开2018‑98428号公报

[0004] 当与振子连接的两个焊盘间的距离变远时，连接振荡电路与这些焊盘的信号线的

布线长度变长。当连接振荡电路与焊盘的信号线的布线长度这样变长时，信号线的寄生电

阻或寄生电容会增大，有可能使振荡特性劣化。另外，优选降低在高频信号路径中产生的放

射噪声等噪声。

发明内容

[0005] 本发明的一个方式涉及集成电路装置，该集成电路装置包含：第1焊盘，其与振子

的一端电连接；第2焊盘，其与所述振子的另一端电连接；振荡电路，其与所述第1焊盘和所

述第2焊盘电连接，通过使所述振子进行振荡而生成振荡信号；以及输出电路，其根据所述

振荡信号来输出时钟信号，所述振荡电路沿着集成电路装置的第1边、与所述第1边交叉的

第2边、作为所述第1边的对边的第3边以及作为所述第2边的对边的第4边中的所述第1边配

置，所述第1焊盘和所述第2焊盘在俯视时沿着所述第1边配置在所述振荡电路内，所述输出

电路沿着所述第2边配置。

附图说明

[0006] 图1是本实施方式的集成电路装置的结构例。

[0007] 图2是本实施方式的集成电路装置的详细结构例。

[0008] 图3是集成电路装置的布局配置例。

[0009] 图4是示出集成电路装置中的电流路径的示意图。

[0010] 图5是示出集成电路装置中的高频信号的信号路径的示意图。

[0011] 图6是集成电路装置的其他布局配置例。

[0012] 图7是振荡电路的结构例。

[0013] 图8是输出电路的结构例。

[0014] 图9是LVDS的驱动器电路的说明图。

[0015] 图10是PECL的驱动器电路的说明图。

[0016] 图11是HCSL的驱动器电路的说明图。
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[0017] 图12是CMOS的驱动器电路的说明图。

[0018] 图13是LVDS的差动输出信号的信号波形例。

[0019] 图14是PECL的差动输出信号的信号波形例。

[0020] 图15是在振荡电路、输出电路中产生的噪声的说明图。

[0021] 图16是调节器的结构例。

[0022] 图17是调节器的其他结构例。

[0023] 图18是基准电压生成电路的结构例。

[0024] 图19是温度传感器的结构例。

[0025] 图20是温度补偿电路的结构例。

[0026] 图21是振荡器的第1构造例。

[0027] 图22是振荡器的第2构造例。

[0028] 图23是电子设备的结构例。

[0029] 图24是移动体的结构例。

[0030] 标号说明

[0031] T1、T2、T7：焊盘；T3：电源焊盘；T4：地焊盘；T5、T6：时钟焊盘；L1、L2：信号线；CN1～

CN4：拐角部；SD1、SD2、SD3、SD4：边；DR1、DR2、DR3、DR4：方向；TE3、TE4、TE5、TE6、TE7：外部端

子；LPW1、LPW2：电源线；CK、CKX：时钟信号；OSC：振荡信号；VCP：温度补偿电压；VREG1、

VREG2：调节电源电压；EIN：外部输入信号；VREF：基准电压；VT：温度检测电压；VR1～VRn、

VRB：基准电压；C1、C2、C31～C3n、C4、CA：电容器；IS、IST：电流源；BP、BP1、BP2、BP3、BPT：双

极晶体管；RA1～RA3、RB、RC1、RC2、RD1～RD3、RQ：电阻；OPA：运算放大器；TA1、TA2、TD1、TD2、

TD3：晶体管；4：振荡器；5：封装；6：基座；7：盖；8、9：外部端子；10：振子；12：电路部件；14：振

荡器；15：封装；16：基座；17：盖；18、19：外部端子；20、21：集成电路装置；30：振荡电路；32：

驱动电路；34：基准电压供给电路；36、37：可变电容电路；40：输出电路；42：缓冲电路；43：波

形整形电路；44：分频器；45：电平移位器&预驱动器；46：输出驱动器；50：控制电路；60：温度

补偿电路；62：0次校正电路；64：1次校正电路；66：高次校正电路；68：电流电压转换电路；

70：温度传感器；80：电源电路；81、82：调节器；90：基准电压生成电路；100：存储部；206：汽

车；207：车体；208：控制装置；209：车轮；220：处理装置；500：电子设备；510：通信接口；520：

处理装置；530：操作界面；540：显示部；550：存储器。

具体实施方式

[0032] 以下，对本实施方式进行说明。另外，以下说明的本实施方式并非不合理地限定权

利要求书所记载的内容。另外，在本实施方式中说明的结构并不全部都是必需的构成要件。

[0033] 1.集成电路装置

[0034] 图1示出本实施方式的集成电路装置20的结构例。本实施方式的集成电路装置20

包含焊盘T1、T2、振荡电路30以及输出电路40。另外，本实施方式的振荡器4包含振子10和集

成电路装置20。振子10与集成电路装置20电连接。例如使用收纳振子10和集成电路装置20

的封装的内部布线、接合线或金属凸块等将振子10与集成电路装置20电连接。

[0035] 振子10是通过电信号产生机械振动的元件。振子10例如能够通过石英振动片等振

动片来实现。例如，振子10能够通过切角为AT切或SC切等的进行厚度剪切振动的石英振动
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片等实现。例如振子10也可以是内置在不具有恒温槽的温度补偿型石英振荡器(TCXO)中的

振子，还可以是内置在具有恒温槽的恒温槽型石英振荡器(OCXO)中的振子。另外，本实施方

式的振子10例如能够通过厚度剪切振动型以外的振动片、由石英以外的材料形成的压电振

动片等各种振动片实现。例如，作为振子10，可以采用SAW(Surface  Acoustic  Wave：表面声

波)谐振器、使用硅基板形成的作为硅制振子的MEMS(Micro  Electro  Mechanical 

Systems：微机电系统)振子等。

[0036] 集成电路装置20是被称为IC(Integrated  Circuit：集成电路)的电路装置。例如，

集成电路装置20是通过半导体工艺制造的IC，是在半导体基板上形成有电路元件的半导体

芯片。

[0037] 集成电路装置20包含焊盘T1、T2、振荡电路30以及输出电路40。另外，集成电路装

置20可以包含电源焊盘T3、地焊盘T4、时钟焊盘T5、T6、控制电路50以及电源电路80。焊盘是

集成电路装置20的端子。例如，在焊盘区域中，从作为绝缘层的钝化膜露出金属层，例如，通

过该露出的金属层构成焊盘。

[0038] 焊盘T1与振子10的一端电连接，焊盘T2与振子10的另一端电连接。例如使用收纳

振子10和集成电路装置20的封装的内部布线、接合线或金属凸块等将振子10与集成电路装

置20的焊盘T1、T2电连接。焊盘T1是第1焊盘，焊盘T2是第2焊盘。焊盘T1、T2经由信号线L1、

L2而与振荡电路30电连接。信号线L1、L2是将焊盘T1、T2与振荡电路30连接的布线。

[0039] 电源焊盘T3是被供给电源电压VDD的焊盘。例如，从外部的电源供给设备向电源焊

盘T3供给电源电压VDD。地焊盘T4是被供给作为地电压的GND的焊盘。GND也可以称为VSS，地

电压例如是接地电位。在本实施方式中，将“地”适当地记载为GND。时钟焊盘T5、T6是输出基

于振荡电路30的振荡信号OSC而生成的时钟信号CK、CKX的焊盘。这里，输出构成差动时钟信

号的时钟信号CK、CKX。时钟信号CK、CKX可以称为构成差动时钟信号的第1时钟信号、第2时

钟信号。另外，也可以以不是差动的单端CMOS或限幅正弦波的信号形式输出时钟信号。电源

焊盘T3、地焊盘T4、时钟焊盘T5、T6分别与振荡器4的外部连接用的外部端子TE3、TE4、TE5、

TE6电连接。例如使用封装的内部布线、接合线或金属凸块等进行电连接。而且，振荡器4的

外部端子TE3、TE4、TE5、TE6与外部设备电连接。

[0040] 振荡电路30是使振子10进行振荡的电路。例如，振荡电路30与焊盘T1和焊盘T2电

连接，通过使振子10进行振荡而生成振荡信号OSC。例如，振荡电路30经由与焊盘T1、T2连接

的信号线L1和信号线L2而对振子10进行驱动，使振子10进行振荡。例如，振荡电路30包含设

置在焊盘T1、T2之间的振荡用的驱动电路等。例如，振荡电路30可以由实现驱动电路的双极

晶体管等晶体管、以及电容器或电阻等无源元件实现。驱动电路是振荡电路30的核心电路，

驱动电路通过对振子10进行电流驱动或电压驱动而使振子10进行振荡。作为振荡电路30，

例如可以使用皮尔斯型、考毕兹型、反相器型或哈特利型等各种类型的振荡电路。另外，也

可以在振荡电路30设置可变电容电路，通过该可变电容电路的电容调整，能够对振荡频率

进行调整。可变电容电路可以由变容二极管等可变电容元件实现。可变电容电路例如与连

接焊盘T1的信号线L1电连接。振荡电路30也可以具有：第1可变电容电路，其与连接焊盘T1

的信号线L1电连接；以及第2可变电容电路，其与连接焊盘T2的信号线L2电连接。另外，本实

施方式中的连接是电连接。电连接是指以能够传递电信号的方式连接，是能够通过电信号

来传递信息的连接。电连接也可以是经由有源元件等的连接。
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[0041] 输出电路40根据来自振荡电路30的振荡信号OSC来输出时钟信号CK、CKX。例如，输

出电路40对来自振荡电路30的振荡信号OSC进行缓冲而输出时钟信号CK、CKX。例如，输出电

路40也可以进行振荡信号OSC的波形整形、电压电平的电平移位等。输出电路40例如可以以

各种信号形式将时钟信号CK、CKX输出到外部。例如，输出电路40以LVDS(Low  Voltage 

Differential  Signaling：低电压差分信号)、PECL(Positive  Emitter  Coupled  Logic：正

射极耦合逻辑)、HCSL(High  Speed  Current  Steering  Logic：高速电流驱动逻辑)或差动

的CMOS(Complementary  MOS：互补金属氧化物半导体)等的信号形式将时钟信号CK、CKX输

出到外部。例如，输出电路40可以是以LVDS、PECL、HCSL以及差动的CMOS中的至少2个信号形

式输出时钟信号的电路。在该情况下，输出电路40以控制电路50所设定的信号形式输出时

钟信号。另外，输出电路40输出的时钟信号的信号形式并不限定于差动的信号形式，也可以

是例如单端CMOS或限幅正弦波等不是差动的信号形式。在该情况下，不需要输出时钟信号

CKX。

[0042] 控制电路50进行各种控制处理。例如，控制电路50进行集成电路装置20的整体控

制。例如，对集成电路装置20的动作顺序进行控制。另外，控制电路50进行用于控制振荡电

路30的各种处理。另外，控制电路50也可以进行输出电路40或电源电路80的控制。控制电路

50例如可以通过基于门阵列等自动配置布线的ASIC

[0043] (Application  Specific  Integrated  Circuit：专用集成电路)电路来实现。

[0044] 电源电路80被供给来自电源焊盘T3的电源电压VDD而将集成电路装置20的内部电

路用的各种电源电压供给到内部电路。例如，供给电源电压VDD本身、或者供给对来自外部

的电源电压VDD进行调节后的电源电压。另外，在图1的结构的情况下，集成电路装置20也可

以不具有温度补偿功能。在该情况下，振荡器4是SPXO(Simple  Packaged  Crystal 

Oscillator：简单封装晶体振荡器)振荡器。

[0045] 图2示出集成电路装置20的详细结构例。在图2中，除了图1的结构之外，还设置有

温度补偿电路60、温度传感器70、调节器81、82、基准电压生成电路90、存储部100、焊盘T7。

[0046] 温度传感器70是对温度进行检测的传感器。具体来说，温度传感器70输出根据环

境温度而变化的温度依赖电压来作为温度检测电压VT。例如，温度传感器70利用具有温度

依赖性的电路元件来生成温度检测电压VT。具体来说，温度传感器70通过使用PN结的正向

电压所具有的温度依赖性，输出电压值根据温度而变化的温度检测电压VT。作为PN结的正

向电压，例如可以使用双极晶体管的基极/发射极间电压等。

[0047] 温度补偿电路60进行振荡电路30的振荡频率的温度补偿。例如，温度补偿电路60

根据来自温度传感器70的温度检测电压VT来生成温度补偿电压VCP，并将温度补偿电压VCP

输出到振荡电路30，由此进行振荡电路30的振荡频率的温度补偿。例如，温度补偿电路60对

振荡电路30所具有的可变电容电路输出作为该可变电容电路的电容控制电压的温度补偿

电压VCP，从而进行温度补偿。温度补偿是抑制由温度变动引起的振荡频率变动而进行补偿

的处理。

[0048] 例如，温度补偿电路60进行基于多项式近似的模拟方式的温度补偿。例如，在通过

多项式来近似对振子10的频率温度特性进行补偿的温度补偿电压VCP的情况下，温度补偿

电路60根据该多项式的系数信息来进行模拟方式的温度补偿。模拟方式的温度补偿例如是

由作为模拟信号的电流信号或电压信号的加法处理等实现的温度补偿。例如，在通过高次
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的多项式来近似温度补偿电压VCP的情况下，多项式的0次系数、1次系数、高次系数分别作

为0次校正数据、1次校正数据、高次校正数据而被存储在存储部100中。例如被存储在由非

易失性存储器实现的存储部100中。高次系数例如是比1次大的高次的次数系数。高次校正

数据是与高次系数对应的校正数据。例如在通过5次多项式来近似温度补偿电压VCP的情况

下，多项式的0次系数、1次系数、2次系数、3次系数、4次系数、5次系数作为0次校正数据、1次

校正数据、2次校正数据、3次校正数据、4次校正数据、5次校正数据而被存储在存储部100

中。而且，温度补偿电路60根据0次校正数据～5次校正数据来进行温度补偿。另外，也可以

省略基于2次校正数据或4次校正数据的温度补偿。另外，多项式近似的次数是任意的，例如

也可以进行3次的多项式近似或比5次大的次数的多项式近似。另外，温度传感器70也可以

进行0次校正。另外，也可以不将温度传感器70设置在集成电路装置20中，而是温度补偿电

路60根据从外部输入的温度检测电压等温度检测信号来进行温度补偿。

[0049] 控制电路50对温度补偿电路60进行控制。此外，控制电路50还可以进行振荡电路

30、输出电路40、调节器81、82或存储部100的控制。例如控制电路50具有寄存器，在使振子

10进行振荡而输出时钟信号CK、CKX的正常动作的开始时，读出存储在存储部100中的信息

并将其传送并存储在控制电路50的寄存器中。然后，根据存储在寄存器中的信息，生成各种

控制信号并输出到集成电路装置20的各电路，从而对各电路进行控制。因此，在正常动作

时，控制电路50不需要进行高速的动作，因此能够降低由控制电路50产生的噪声。另外，集

成电路装置20也可以具有打开温度补偿的第1模式和关闭温度补偿的第2模式。在该情况

下，控制电路50能够进行第1模式与第2模式的切换控制。

[0050] 基准电压生成电路90根据电源电压VDD来生成基准电压VREF。例如生成在存在电

源电压变动或温度变动的情况下仍为恒定电压的基准电压VREF。基准电压生成电路90例如

可以由基于带隙电压来生成基准电压VREF的带隙基准电路等实现。

[0051] 调节器81根据电源电压VDD来生成调节电源电压VREG1。调节器81是第1调节器，调

节电源电压VREG1是第1调节电源电压。例如，调节器81根据来自电源焊盘T3的电源电压VDD

和来自基准电压生成电路90的基准电压VREF来生成调节电源电压VREG1。通过使用在存在

电源电压变动或温度变动的情况下仍为恒定电压的基准电压VREF，可以生成VDD＞VREG1的

电源电压、即在存在电源电压变动或温度变动的情况下仍为恒定电压的调节电源电压

VREG1。然后，调节器81将所生成的调节电源电压VREG1供给到温度补偿电路60。另外，调节

器81也将调节电源电压VREG1供给到控制电路50。另外，也可以设置与调节器81不同的调节

器，通过该调节器将调节电源电压供给到控制电路50。

[0052] 调节器82根据电源电压VDD来生成调节电源电压VREG2。调节器82是第2调节器，调

节电源电压VREG2是第2调节电源电压。例如，调节器82根据来自电源焊盘T3的电源电压VDD

和来自基准电压生成电路90的基准电压VREF，生成调节电源电压VREG2。通过使用在存在电

源电压变动或温度变动的情况下仍为恒定电压的基准电压VREF，可以生成VDD＞VREG2的电

源电压、即在存在电源电压变动或温度变动的情况下仍为恒定电压的调节电源电压VREG2。

然后，调节器82将所生成的调节电源电压VREG2供给到输出电路40。此外，调节器82也将调

节电源电压VREG2供给到振荡电路30。另外，也可以设置与调节器82不同的调节器，通过该

调节器将调节电源电压供给到振荡电路30。

[0053] 然后，调节器81生成例如作为固定电压的调节电源电压VREG1。另一方面，调节器
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82生成例如电压被可变地设定的调节电源电压VREG2。例如，存储部100存储电压设定信息，

调节器82生成电压根据存储在存储部100中的电压设定信息而被可变地设定的调节电源电

压VREG2。由此，能够可变地设定输出电路40、振荡电路30的电源电压电平。例如，在与降低

功耗相比更重视降低由相位抖动引起的相位噪声的机型中，将调节电源电压VREG2设定为

高电压。另一方面，在与降低相位噪声相比更重视降低功耗的机型中，将调节电源电压

VREG2设定为低电压。

[0054] 焊盘T7是被输入外部输入信号EIN的焊盘。焊盘T7与振荡器4的外部端子TE7电连

接。例如，作为外部输入信号EIN，经由焊盘T7来输入频率控制信号、输出使能信号或待机信

号。控制电路50根据从焊盘T7输入的频率控制信号、输出使能信号或待机信号来进行频率

控制、输出使能控制或待机控制的处理。另外，在测试模式下，也可以是，能够经由焊盘T7来

输入振子10的测试用的信号。在该情况下，设置用于将焊盘T7与信号线L1连接的开关电路，

经由开关电路和信号线L1将从焊盘T7输入的测试用信号输入到振子10的一端。由此，能够

进行振子10的过驱动等的测试、检查。另外，在存储部100由非易失性存储器实现的情况下，

在向非易失性存储器写入信息时，可以经由焊盘T7来输入存储器写入用的高电压，并供给

到作为存储部100的非易失性存储器。

[0055] 存储部100是存储各种信息的电路，可以由半导体存储器等实现。具体来说，存储

部100可以由非易失性存储器实现。作为非易失性存储器，可以使用例如能够电擦除数据的

EEPROM(Electrically  Erasable  Programmable  Read‑Only  Memory：电可擦可编程只读存

储器)、使用了FAMOS(Floating  gate  Avalanche  injection  MOS：浮栅雪崩注入MOS)等的

OTP(One  Time  Programmable：一次性可编程)存储器等。或者，非易失性存储器也可以是使

用了熔断器单元的存储器。而且，存储部100存储电压设定信息，调节器82生成电压根据存

储在存储部100中的电压设定信息而被可变地设定的调节电源电压VREG2。例如，在由非易

失性存储器等实现的存储部100中存储电压设定信息，通过根据电压设定信息来设定调节

器82所具有的可变电阻的电阻值，调节电源电压VREG2的电压被可变地设定。另外，在温度

补偿电路60进行基于多项式近似的温度补偿的情况下，由非易失性存储器等实现的存储部

100存储多项式近似的系数信息。例如，作为多项式近似的系数信息，存储部100存储上述0

次校正数据、1次校正数据、高次校正数据。这样的电压设定信息和系数信息例如在集成电

路装置20或振荡器4的制造时或出厂时被写入并存储在由非易失性存储器等实现的存储部

100中。由此，能够根据集成电路装置20或振荡器4的机型来设定调节电源电压VREG2的电压

值，或者设定温度补偿的系数信息。

[0056] 2.布局配置

[0057] 图3示出本实施方式的集成电路装置20的布局配置例。在图3的布局配置例中，示

出了在图2或图1中说明的各电路的电路配置区域。电路配置区域是配置有构成电路的电路

元件、以及将电路元件之间连接起来的布线的区域。电路元件是晶体管等有源元件以及电

阻、电容器等无源元件。另外，在图3～图6的布局配置例中，示出了在与集成电路装置20的

形成有电路元件的基板垂直的方向上俯视观察时的配置例。

[0058] 集成电路装置20具有边SD1、SD2、SD3、SD4。边SD1、SD2、SD3、SD4分别是第1边、第2

边、第3边、第4边。边SD1、SD2、SD3、SD4与作为集成电路装置20的矩形的半导体芯片的边对

应。例如，边SD1、SD2、SD3、SD4是半导体芯片的基板的边。半导体芯片也被称为硅片。边SD2
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是与边SD1交叉的边。这里，交叉例如是指垂直。边SD3是边SD1的对边。边SD4是边SD2的对

边。边SD1和边SD3与边SD2和边SD4交叉。这里，设从边SD1朝向边SD3的方向为DR1，从边SD2

朝向边SD4的方向为DR2。另外，设方向DR1的相反方向为方向DR3，方向DR2的相反方向为方

向DR4。方向DR1、DR2、DR3、DR4分别是第1方向、第2方向、第3方向、第4方向。另外，在图3中，

CN1是边SD2与边SD3交叉的拐角部，CN2是边SD1与边SD4交叉的拐角部。拐角部CN1、CN2是相

对的拐角部。另外，CN3是边SD1与边SD2交叉的拐角部，CN4是边SD3与边SD4交叉的拐角部。

拐角部CN3、CN4是相对的拐角部。

[0059] 而且，如图1、图2、图3所示，本实施方式的集成电路装置20包含：焊盘T1、T2，它们

与振子10电连接；振荡电路30，其与焊盘T1、T2电连接，通过使振子10进行振荡而生成振荡

信号OSC；以及输出电路40，其根据振荡信号OSC来输出时钟信号CK、CKX。而且，如图3所示，

振荡电路30沿着集成电路装置20的边SD1配置。例如，以振荡电路30的边SD1侧的边沿着集

成电路装置20的边SD1的方式配置振荡电路30。例如，以振荡电路30的沿着长边方向的边沿

着边SD1的方式配置。例如，电路沿着集成电路装置20的边配置是指例如在电路与边之间以

不存在其他电路的方式配置电路。例如，在距离边规定宽度的区域内配置电路。另外，在其

他电路位于与朝向边的方向相反的方向上的情况下，在其他电路与边之间配置有电路。

[0060] 另外，焊盘T1、T2沿着集成电路装置20的边SD1配置。具体来说，焊盘T1、T2在俯视

时沿着边SD1配置在振荡电路30内。例如在与形成有电路元件的基板垂直的方向上俯视观

察时，在振荡电路30的电路配置区域内配置有焊盘T1、T2。例如，在振荡电路30的电路配置

区域内，在靠近边SD1的位置沿着方向DR2配置有焊盘T1、T2。例如，焊盘沿着集成电路装置

20的边配置是指例如在焊盘与边之间以不存在其他焊盘的方式配置焊盘。例如，在距离边

规定宽度的区域内配置焊盘。

[0061] 而且，输出电路40沿着集成电路装置20的边SD2配置。例如，以输出电路40的边SD2

侧的边沿着集成电路装置20的边SD2的方式配置输出电路40。例如，以输出电路40的沿着长

边方向的边沿着边SD2的方式配置。换言之，振荡电路30配置在靠近边SD1的区域，输出电路

40配置在靠近边SD2的区域。

[0062] 如图1、图2所示，振子连接用的焊盘T1、T2经由信号线L1、L2而与振荡电路30连接。

因此，当焊盘T1、T2间的距离变远时，将焊盘T1、T2与振荡电路30连接起来的信号线L1、L2的

布线长度变长。而且，当信号线L1、L2的布线长度这样变长时，信号线L1、L2的寄生电阻、寄

生电容增大，产生振子10的振荡特性劣化等问题。例如会产生负电阻的劣化或振荡振幅的

减小等问题。

[0063] 关于该点，在图3中，振荡电路30沿着边SD1配置，焊盘T1、T2也沿着边SD1配置。即，

振荡电路30、焊盘T1、T2都配置在靠近边SD1的位置。更具体来说，焊盘T1、T2配置在振荡电

路30的电路配置区域内。因此，能够以短路径将焊盘T1、T2与振荡电路30连接，能够缩短信

号线L1、L2的布线长度。具体来说，焊盘T1、T2与后述的图7所示的振荡电路30的核心电路即

驱动电路32连接，根据本实施方式，能够缩短将焊盘T1、T2与驱动电路32连接的信号线L1、

L2的布线长度。作为一例，在图3中，驱动电路32配置在焊盘T1与焊盘T2之间。例如，在焊盘

T1的方向DR2且焊盘T2的方向DR4上配置有振荡电路30的驱动电路32。即，振荡电路30的驱

动电路32和焊盘T1、T2在俯视时配置在振荡电路30的电路配置区域内，并且在电路配置区

域内相邻地配置。因此，能够以短路径将焊盘T1、T2与驱动电路32连接。而且，通过这样以短
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路径将焊盘T1、T2与驱动电路32连接，能够缩短信号线L1、L2的布线长度，从而能够减小信

号线L1、L2的寄生电阻、寄生电容。因此，能够防止因信号线L1、L2的布线长度变长而导致的

振荡特性的劣化。另外，如果将焊盘T1、T2配置在振荡电路30内，则无需另外设置焊盘T1、T2

用的焊盘配置区域，能够有效利用振荡电路30的电路配置区域来配置焊盘T1、T2，因此能够

实现高效的布局配置。

[0064] 另外，在图3中，振荡电路30沿着边SD1配置，输出电路40沿着与边SD1交叉的边SD2

配置。因此，能够使振荡电路30与输出电路40的距离变近，能够进行缩短了高频信号路径的

信号传播。

[0065] 例如在使振子10以100MHz以上的高振荡频率进行振荡的情况下，由振荡电路30输

出的振荡信号OSC的频率、时钟信号CK、CKX的频率也变高。而且，当作为高频率的信号的高

频信号通过布线长度较长的信号线进行传播时，会从信号线产生较大的放射噪声。另外，布

线长度较长的信号线也有可能对振荡信号OSC的特性带来不良影响。

[0066] 关于该点，在图3中，通过将振荡电路30沿着边SD1配置，将输出电路40沿着边SD2

配置，能够以短路径将振荡电路30与输出电路40连接。因此，能够缩短传播高频信号的信号

线的布线长度，能够降低从该信号线产生的放射噪声。另外，通过缩短传播高频信号的信号

线的布线长度，也能够降低该信号线的寄生电阻、寄生电容对振荡信号的特性带来的不良

影响。

[0067] 另外，通过将振荡电路30配置在边SD1的附近，将输出电路40配置在边SD2的附近，

能够将振荡电路30的方向DR1侧且输出电路40的方向DR2侧的区域用作例如温度补偿电路

60和控制电路50的配置区域。因此，能够实现集成电路装置20的电路块的高效的布局配置，

能够缩小电路面积，因此能够实现集成电路装置20的小规模化。

[0068] 另外，由于输出电路40进行针对高频信号的缓冲或驱动，所以成为产生较大噪声

的噪声源，并且成为产生高温的热源。在图3中，作为这样的噪声源和热源的输出电路40沿

着边SD2配置。因此，由于能够将输出电路40配置成靠近边SD2的附近，所以能够将例如想要

远离噪声源或热源的电路配置在例如作为边SD2的对边的边SD4。例如，通过将温度传感器

70配置在供输出电路40配置的边SD2的对边即边SD4侧，能够降低来自输出电路40的热对温

度传感器70的温度检测所造成的不良影响。由此，能够实现温度补偿电路60的温度补偿的

高精度化等。另外，通过将基准电压生成电路90配置在边SD4侧，能够降低来自输出电路40

的噪声对基准电压生成电路90中的基准电压VREF的生成所造成的不良影响。例如，当在基

准电压生成电路90中生成的基准电压VREF由于来自输出电路40的噪声而发生变动时，由调

节器81、82生成的调节电源电压VREG1、VREG2也发生变动。其结果是，对温度补偿电路60的

温度补偿和振荡电路30的振荡动作带来不良影响，产生相位噪声增加等问题。通过将输出

电路40沿着边SD2配置，能够拉开输出电路40与基准电压生成电路90的距离，能够防止产生

这样的问题。

[0069] 另外，在图3中，输出电路40配置在集成电路装置20的边SD2与边SD3交叉的拐角部

CN1。例如，输出电路40被配置为，输出电路40的第1边沿着集成电路装置20的边SD2，并且输

出电路40的第2边沿着集成电路装置20的边SD3。即，输出电路40被配置为，输出电路40的第

1边与第2边所交叉的拐角部的位置位于集成电路装置20的拐角部CN1的位置处。

[0070] 这样，能够将输出电路40配置成靠近集成电路装置20的拐角部CN1，因此能够实现
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紧凑且高效的布局配置，从而能够实现集成电路装置20的小规模化。另外，如上述那样，由

于输出电路40进行针对高频信号的缓冲或驱动，所以成为产生较大噪声的噪声源，并且成

为产生高温的热源。关于该点，在图3中，输出电路40配置在拐角部CN1，因此，例如温度传感

器70可以配置在与供输出电路40配置的拐角部CN1相对的拐角部CN2。因此，能够最大限度

地拉开输出电路40与温度传感器70的距离，能够防止来自输出电路40的热对温度传感器70

的温度检测结果带来不良影响而使温度补偿的精度劣化的情况。另外，基准电压生成电路

90能够配置在与供输出电路40配置的拐角部CN1不同的拐角部CN4的附近。因此，能够拉开

输出电路40与基准电压生成电路90的距离，能够防止来自输出电路40的噪声对基准电压

VREF的生成带来不良影响而产生相位噪声增加等问题的情况。

[0071] 另外，集成电路装置20包含温度补偿电路60，该温度补偿电路60根据来自温度传

感器70的温度检测电压VT来进行振荡电路30的振荡频率的温度补偿。而且，在设从边SD1朝

向边SD3的方向为DR1、从边SD2朝向边SD4的方向为DR2时，温度补偿电路60配置在振荡电路

30的方向DR1且输出电路40的方向DR2上。即，在振荡电路30的方向DR1侧的电路配置区域且

输出电路40的方向DR2侧的电路配置区域中配置温度补偿电路60。

[0072] 这样，能够灵活运用位于振荡电路30的方向DR1且输出电路40的方向DR2的空间来

配置温度补偿电路60。例如，温度补偿电路60是进行基于多项式近似的模拟方式的温度补

偿的电路，因此电路面积增大。关于该点，由于沿着边SD1配置的振荡电路30的方向DR1侧且

沿着边SD2配置的输出电路40的方向DR2侧的区域是空闲空间，所以通过在该空间内配置电

路面积大的温度补偿电路60，能够实现高效的布局配置。由此，能够实现集成电路装置20的

小面积化。另外，通过在振荡电路30的方向DR1上配置温度补偿电路60，能够以短路径将来

自温度补偿电路60的温度补偿电压VCP输入到振荡电路30，从而对振荡频率进行控制。

[0073] 另外，集成电路装置20包含对温度补偿电路60进行控制的控制电路50。而且，控制

电路50配置在温度补偿电路60的方向DR2上。换言之，温度补偿电路60配置在输出电路40与

控制电路50之间。而且。控制电路50例如沿着边SD4配置。例如，输出电路40配置在温度补偿

电路60与边SD2之间，控制电路50配置在温度补偿电路60与边SD4之间。另外，振荡电路30配

置在温度补偿电路60与边SD1之间。即，以温度补偿电路60为中心，在边SD1的方向上配置振

荡电路30，在边SD2的方向上配置输出电路40，在边SD4的方向上配置控制电路50。

[0074] 如果这样配置控制电路50，则能够在温度补偿电路60的方向DR2上，例如以与温度

补偿电路60相邻的方式配置对温度补偿电路60进行控制的控制电路50。因此，能够以短路

径将来自控制电路50的控制信号输入到温度补偿电路60。另外，在沿着边SD1配置振荡电路

30、沿着边SD2配置输出电路40的情况下，能够有效地灵活运用沿着边SD4的空间而例如通

过自动配置布线来配置控制电路50，能够实现高效的布局配置。由此，可实现集成电路装置

20的小规模化。另外，在被输入外部输入信号EIN的焊盘T7沿着边SD4配置的情况下，能够在

该焊盘T7的附近配置控制电路50。因此，能够以短路径将频率控制信号、输出使能信号或待

机信号等外部输入信号EIN输入到控制电路50。

[0075] 另外，集成电路装置20包含：温度补偿电路60，其进行振荡频率的温度补偿；以及

调节器81，其向温度补偿电路60供给调节电源电压VREG1。而且，调节器81配置在温度补偿

电路60的方向DR1上。具体来说，调节器81沿着边SD3配置。例如，在温度补偿电路60与边SD3

的间之间配置调节器81。这样，能够以短路径将由调节器81生成的调节电源电压VREG1输入
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到温度补偿电路60，能够减小调节电源电压VREG1的供给用的电源线的寄生电阻、寄生电

容。因此，能够抑制被调节器81稳定化的调节电源电压VREG1由于噪声等的影响而发生变

动。其结果是，能够防止因调节电源电压VREG1发生变动而使温度补偿电路60的温度补偿的

精度劣化、从而使时钟频率的精度下降等的情况。

[0076] 另外，集成电路装置20包含：基准电压生成电路90，其向调节器81供给基准电压

VREF；以及地焊盘T4，其被供给地电压。而且，基准电压生成电路90配置在地焊盘T4与调节

器81之间。例如，在调节器81的方向DR2上配置基准电压生成电路90，在基准电压生成电路

90的方向DR2上配置地焊盘T4。具体来说，以与调节器81相邻的方式配置基准电压生成电路

90，以与基准电压生成电路90相邻的方式配置地焊盘T4。例如，调节器81、基准电压生成电

路90以及地焊盘T4沿着边SD3配置，地焊盘T4例如配置在集成电路装置20的拐角部CN4。

[0077] 根据这样的配置，能够缩短地焊盘T4与基准电压生成电路90的距离、基准电压生

成电路90与调节器81的距离。因此，能够以短路径将来自地焊盘T4的地电压供给到基准电

压生成电路90。另外，能够以短路径将由基准电压生成电路90生成的基准电压VREF供给到

调节器81。由此，基准电压生成电路90能够以电位稳定的地电压为基准来生成基准电压

VREF，因此能够将电位稳定的基准电压VREF供给到调节器81等。另外，调节器81能够根据电

位稳定的基准电压VREF来生成调节电源电压VREG1，因此能够将电位稳定的调节电源电压

VREG1供给到温度补偿电路60等。由此，能够有效地防止出现如下的情况等：由于调节电源

电压VREG1的变动而使温度补偿电路60中的温度补偿的精度发生劣化，从而使时钟频率的

精度下降。

[0078] 另外，集成电路装置20包含：温度传感器70；温度补偿电路60，其根据来自温度传

感器70的温度检测电压VT来进行温度补偿。而且，温度传感器70配置在振荡电路30的方向

DR2上。例如，温度传感器70配置在振荡电路30与边SD4之间。具体来说，温度传感器70在振

荡电路30的方向DR2侧以与振荡电路30相邻的方式配置。

[0079] 这样，能够使配置在振荡电路30内的焊盘T2与温度传感器70的距离变近，例如能

够以与焊盘T2相邻的方式配置温度传感器70。另外，也能够使配置在振荡电路30内的焊盘

T1与温度传感器70的距离变近。例如，优选温度传感器70在理想的情况下检测振子10的温

度自身。但是，在图3中，温度传感器70内置在集成电路装置20中，因为无法在紧邻振子10的

位置直接检测振子10的温度。关于该点，使用封装的内部布线、接合线或金属凸块等将焊盘

T2与振子10电连接，内部布线、接合线、金属凸块由金属形成。因此，振子10的温度通过该金

属进行热传导而传递到焊盘T2。因此，通过在焊盘T2的附近配置温度传感器70，能够使用温

度传感器70来更适当地检测振子10的温度。由此，能够提高温度检测的精度，因此也能够提

高温度补偿的精度，能够实现时钟频率的高精度化等。另外，通过在振荡电路30的方向DR2

侧配置温度传感器70，能够拉开沿着边SD2配置的输出电路40与温度传感器70的距离。因

此，能够防止来自输出电路40的热对温度传感器70的温度检测结果带来不良影响而使温度

补偿的精度劣化的情况，能够实现时钟频率的高精度化等。

[0080] 另外，在图3中，温度传感器70配置在集成电路装置20的边SD1与边SD4所交叉的拐

角部CN2。具体来说，温度传感器70被配置为，温度传感器70的例如短边沿着边SD1，并且温

度传感器70的例如长边沿着边SD4。例如，在最靠近拐角部CN2的位置配置温度传感器70。这

样，能够在远离沿着边SD2配置的输出电路40的位置配置温度传感器70。例如，在输出电路
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40配置在拐角部CN1的情况下，能够在与拐角部CN1相对的拐角部CN2配置温度传感器70。由

此，能够最大限度地拉开输出电路40与温度传感器70的距离。因此，能够防止来自输出电路

40的热对温度传感器70的温度检测结果带来不良影响而使温度补偿的精度劣化的情况，能

够实现时钟频率的高精度化等。

[0081] 另外，集成电路装置20包含输出时钟信号CK、CKX的时钟焊盘T5、T6。而且，时钟焊

盘T5、T6配置在输出电路40内。例如，在俯视时，在输出电路40的电路配置区域内配置有时

钟焊盘T5、T6。例如，时钟焊盘T5、T6在输出电路40的电路配置区域内在靠近边SD2的位置沿

着方向DR1配置。例如时钟焊盘T5配置在集成电路装置20的拐角部CN1。

[0082] 如果这样将时钟焊盘T5、T6配置在输出电路40内，则不用单独设置时钟焊盘T5、T6

用的焊盘配置区域，能够有效利用输出电路40的电路配置区域来配置时钟焊盘T5、T6，因此

能够实现高效的布局配置。另外，来自沿着边SD1配置的振荡电路30的振荡信号OSC输入到

沿着边SD2配置的输出电路40，输出电路40能够经由设置在输出电路40内的时钟焊盘T5、T6

输出基于振荡信号OSC的时钟信号CK、CKX。因此，由于能够以短路径的信号路径传播高频信

号，所以也能够减少放射噪声的产生。

[0083] 另外，集成电路装置20包含电源焊盘T3和地焊盘T4，电源焊盘T3沿着边SD2配置，

地焊盘T4沿着边SD4配置。例如，电源焊盘T3配置在边SD2的中央部附近，例如配置在调节器

82与输出电路40之间。地焊盘T4配置在边SD4的端部附近，具体来说，配置在边SD4与边SD3

交叉的拐角部CN4。

[0084] 例如，在输出电路40中，如在后述的图8中说明的那样，最终级的输出驱动器46根

据电源电压VDD来进行动作，输出时钟信号CK、CKX。例如，输出驱动器46进行基于来自VDD的

电流的电流驱动等，因此消耗大量电流。因此，在VDD的电源线中流过大量电流。关于该点，

通过沿着边SD2配置电源焊盘T3，在沿着边SD2配置的输出电路40的附近配置电源焊盘T3。

而且，通过在输出电路40的附近配置电源焊盘T3，能够以短路径将来自电源焊盘T3的电源

线与输出电路40连接。因此，即使通过输出电路40的输出驱动器46的驱动而在VDD的电源线

中流过大量电流，也能够将电压下降等抑制为最小限度，能够从配置在输出电路40的附近

的电源焊盘T3适当地供给电流。另外，通过将地焊盘T4沿着边SD4配置，能够以低阻抗对配

置在边SD4的附近的基准电压生成电路90等供给地电压，能够实现适当的基准电压VREF的

生成等。

[0085] 另外，振荡电路30以沿着边SD1的方向为长边方向而配置。例如以振荡电路30的长

边沿着方向DR2的方式配置振荡电路30，该方向DR2是沿着边SD1的方向。这样，振荡电路30

的短边方向成为与沿着边SD1的方向DR2交叉的方向。即，振荡电路30的短边方向为方向

DR1。因此，在距离边SD1规定宽度的区域内配置振荡电路30。即，能够在与边SD1隔开和振荡

电路30的短边长度对应的规定宽度的区域内配置振荡电路30，能够实现高效的布局配置。

[0086] 另外，输出电路40以沿着边SD2的方向为长边方向而配置。例如，以输出电路40的

长边沿着方向DR1的方式配置输出电路40，其中，该方向DR1是沿着边SD2的方向。这样，输出

电路40的短边方向成为与沿着边SD2的方向DR1交叉的方向。即，输出电路40的短边方向为

方向DR2。因此，在距离边SD2规定宽度的区域内配置输出电路40。即，能够在与边SD2隔开和

输出电路40的短边长度对应的规定宽度的区域内配置输出电路40，能够实现高效的布局配

置。
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[0087] 图4是示出集成电路装置20中的电流路径的示意图。图4中箭头的粗细示意性地示

出了所流过的电流的大小。

[0088] 例如，电流IV2从电源焊盘T3流至向输出电路40和振荡电路30供给调节电源电压

VREG2的调节器82。电流IV1从电源焊盘T3流至向温度补偿电路60、控制电路50供给调节电

源电压VREG1的调节器81。而且，IV2＞IV1的关系成立。另外，电流IV3从电源焊盘T3流向输

出电路40，IV3＞IV1。即，由于在高频率的振荡动作或高频率的信号的缓冲和驱动中消耗大

量电流，所以从电源焊盘T3流向调节器82的电流IV2增多，从调节器82流向输出电路40、振

荡电路30的电流IB1、IB2也增多。另外，在输出电路40中，如后述的图8所示，在输出驱动器

46中流过大量电流，因此从电源焊盘T3流向输出电路40的电流IV3也增多。因此，在本实施

方式中，在电源焊盘T3的附近配置有调节器82、输出电路40、振荡电路30。例如，调节器82、

电源焊盘T3、输出电路40沿着边SD2配置。而且，在调节器82的方向DR2上配置振荡电路30。

由此，能够减小电流所流过的路径中的寄生电阻，能够以低阻抗供给电流。

[0089] 另外，如图4所示，来自电源焊盘T3的电源电压VDD经由电源线LPW1而被供给到调

节器81，经由电源线LPW2而被供给到调节器82。LPW1是第1电源线，LPW2是第2电源线。而且，

根据经由电源线LPW1供给的电源电压VDD，电流IA1、IA2从调节器81流向温度补偿电路60、

控制电路50。另外，根据经由电源线LPW2供给的电源电压VDD，电流IB1、IB2从调节器82流向

输出电路40、振荡电路30。这样，在图4中，经由分离的独立的电源线LPW1、LPW2来分别向调

节器81、82供给来自电源焊盘T3的电源电压VDD。

[0090] 此时，在本实施方式中，使连接电源焊盘T3与调节器81的电源线LPW1的布线宽度

WP1比连接电源焊盘T3与调节器82的电源线LPW2的布线宽度WP2细。即，将与调节器82连接

的电源线LPW2的布线宽度WP2加粗，另一方面，使与调节器81连接的电源线LPW1的布线宽度

WP1变细。而且，通过将电源线LPW2的布线宽度WP2加粗，能够以低阻抗向调节器82供给来自

电源焊盘T3的大电流。另一方面，通过使电源线LPW1的布线宽度WP1变细而使电源线LPW1的

阻抗比电源线LPW2的阻抗高。通过进行这样的阻抗分离，流过大电流的电源线LPW2侧的噪

声不会传到电源线LPW1侧，能够降低供给到调节器81的电源电压VDD的噪声。由此，能够在

低噪声的电源下进行温度补偿电路60的动作，能够抑制由电源噪声引起的温度补偿的精度

劣化。即，从电源焊盘T3向调节器82流过大电流，所产生的噪声也增大。而且，通过使与调节

器81连接的电源线LPW1的布线宽度WP1变细，电源线LPW1的阻抗增大，抑制了在调节器82侧

产生的电源噪声传递到调节器81。由于从调节器81流向温度补偿电路60、控制电路50的电

流是小电流，所以即使电源线LPW1的阻抗增大，也不会产生大的问题。而且，由于调节器82

侧的电源噪声不向调节器81侧传递，所以调节器81向温度补偿电路60供给的调节电源电压

VREG1也为低噪声，能够防止由电源噪声引起的温度补偿精度的劣化等。另外，电源线LPW1

的布线宽度WP1和电源线LPW2的布线宽度WP2也可以不必均匀。在该情况下，只要布线宽度

WP1的平均值比布线宽度WP2的平均值小即可。

[0091] 另外，如图4所示，电流IG1、IG2、IG3、IG4分别从基准电压生成电路90、温度补偿电

路60、输出电路40、振荡电路30流向地焊盘T4。而且，基准电压生成电路90以地电压为基准

来生成基准电压VREF，因此当地电压由于电源噪声等而发生变动时，基准电压VREF也发生

变动。这样，当基准电压VREF发生变动时，温度补偿电路60中的温度补偿精度也发生劣化。

例如，调节器81根据来自基准电压生成电路90的基准电压VREF来生成调节电源电压VREG1，
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当基准电压VREF发生变动时，调节电源电压VREG1也发生变动。由此，基于调节电源电压

VREG1来进行动作的温度补偿电路60的温度补偿精度也发生劣化。另外，模拟电路所使用的

基准电流是基于基准电压VREF而生成的。因此，当基准电压VREF发生变动而使基准电流发

生变动时，进行基于多项式近似的模拟方式的温度补偿的温度补偿电路60中的该温度补偿

的精度也发生劣化。

[0092] 关于该点，在本实施方式中，与其他电路相比，基准电压生成电路90配置在地焊盘

T4的附近。例如，在地焊盘T4与调节器81之间配置基准电压生成电路90，例如以与地焊盘T4

相邻的方式配置有基准电压生成电路90。因此，能够缩短将焊盘T4与基准电压生成电路90

连接的地电源线的布线长度，能够降低电源线的路径中的阻抗。因此，能够降低基准电压生

成电路90中的地电压的变动，生成低噪声的基准电压VREF，因此能够实现温度补偿电路60

的温度补偿的高精度化。

[0093] 图5是示意性地示出集成电路装置20中的高频信号的信号路径的图。在振荡电路

30中生成的高频的振荡信号OSC通过图5的PSA所示的路径而输入到输出电路40。然后，基于

振荡信号OSC而生成的时钟信号CK、CKX通过PSB1、PSB2所示的路径而从时钟焊盘T5、T6输

出。而且，在本实施方式中，通过将振荡电路30沿着边SD1配置并且将输出电路40沿着边SD2

配置，能够以图5所示的短路径的路径来传递高频信号，从时钟焊盘T5、T6输出时钟信号CK、

CKX。因此，能够以较短的路径传递高频信号，能够抑制由于高频信号的原因而产生的放射

噪声。

[0094] 图6示出集成电路装置20的布局配置的其他例。图6的集成电路装置20包含振荡电

路30、输出电路40、控制电路50、温度补偿电路60、温度传感器70以及电源电路80。另外，集

成电路装置20包含振子连接用的焊盘T1、T2、电源焊盘T3、地焊盘T4、时钟焊盘T5以及外部

输入信号用的焊盘T7。图6是与图1的结构相比还设置了温度补偿电路60和温度传感器70的

结构。另外，时钟信号CK不是差动的信号形式，而是例如以单端CMOS或限幅正弦波的信号形

式从时钟焊盘T5输出。

[0095] 在图6的集成电路装置20中，振荡电路30也沿着边SD1配置，焊盘T1、T2也沿着边

SD1配置在振荡电路30内。而且，输出电路40沿着边SD2配置。例如，振荡电路30以沿着边SD1

的方向为长边方向而配置，输出电路40以沿着边SD2的方向为长边方向而配置。另外，温度

补偿电路60配置在振荡电路30的方向DR1且输出电路40的方向DR2上。而且，控制电路50配

置在温度补偿电路60的方向DR2上。另外，电源电路80配置在温度补偿电路60的方向DR1上。

例如，电源电路80配置在输出电路40的方向DR2上。另外，温度传感器70配置在振荡电路30

的方向DR2上。具体来说，温度传感器70配置在边SD1与边SD4交叉的拐角部CN2。另外，输出

时钟信号CK的时钟焊盘T5配置在输出电路40内。例如，时钟焊盘T5配置在边SD2与边SD3交

叉的拐角部CN1。另外，电源焊盘T3沿着边SD2配置，地焊盘T4沿着边SD4配置。例如，电源焊

盘T3配置在边SD2的中央部附近的区域，地焊盘T4配置在边SD4与边SD3交叉的拐角部CN4。

[0096] 3.振荡电路

[0097] 图7示出振荡电路30的结构例。图7的振荡电路30包含驱动电路32、DC截止用的电

容器C1、C2、基准电压供给电路34以及可变电容电路36。另外，振荡电路30可以包含DC截止

用的电容器C4和可变电容电路37。另外，电容器C4和可变电容电路37不是必需的构成要素，

也可以实施不设置这些部件的变形。另外，在可变电容电路36和可变电容电路37与GND节点
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之间设置有电容器C31～C3n。

[0098] 驱动电路32是对振子10进行驱动而使其振荡的电路。驱动电路32包含电流源IS、

双极晶体管BP以及电阻RB。电流源IS设置在VREG2的电源节点与双极晶体管BP之间，向双极

晶体管BP供给恒定电流。双极晶体管BP是对振子10进行驱动的晶体管，基极节点是驱动电

路32的输入节点NI，集电极节点是驱动电路32的输出节点NQ。电阻RB设置在双极晶体管BP

的集电极节点与基极节点之间。

[0099] DC截止用的电容器C1设置在驱动电路32的输入节点NI与信号线L1之间。通过设置

这样的电容器C1，振荡信号的DC成分被截止，仅AC成分被传递到驱动电路32的输入节点NI，

能够使双极晶体管BP适当地进行动作。另外，DC截止用的电容器C1也可以设置在驱动电路

32的输出节点NQ与信号线L1之间。

[0100] 基准电压供给电路34向可变电容电路36和可变电容电路37供给基准电压VR1～

VRn。基准电压供给电路34例如包含串联设置在VREG2的节点与GND的节点之间的多个电阻，

将对VREG2的电压进行分割而得的电压作为基准电压VR1～VRn来输出。

[0101] 另外，基准电压供给电路34向信号线L1供给偏置电压设定用的基准电压VRB。由

此，能够将信号线L1中的振荡信号的振幅中心电压设定为基准电压VRB。另外，信号线L2中

的振荡信号的振幅中心电压例如是根据双极晶体管BP的基极/发射极间电压与流过电阻RB

的基极电流而设定的。

[0102] DC截止用的电容器C2的一端与信号线L1电连接，另一端与温度补偿电压VCP的供

给节点NS1电连接。温度补偿电压VCP经由电阻RC1而被供给到供给节点NS1。可变电容电路

36的一端与供给节点NS1电连接而被供给温度补偿电压VCP。另外，基准电压供给电路34向

可变电容电路36的另一端的供给节点NR1～NRn供给基准电压VR1～VRn。而且，在基准电压

VR1～VRn的供给节点NR1～NRn与GND节点之间设置有电容器C31～C3n。DC截止用的电容器

C4的一端与信号线L2电连接，另一端与温度补偿电压VCP的供给节点NS2电连接。温度补偿

电压VCP经由电阻RC2而被供给到供给节点NS2。可变电容电路37的一端与供给节点NS2电连

接而被供给温度补偿电压VCP。另外，基准电压供给电路34向可变电容电路37的另一端的供

给节点NR1～NRn供给基准电压VR1～VRn。

[0103] 可变电容电路36包含n个可变电容元件。n为2以上的整数。n个可变电容元件例如

是MOS型的可变电容元件，由n个晶体管构成。而且，向n个晶体管的栅极供给基准电压VR1～

VRn。另外，使n个晶体管的各晶体管的源极和漏极短路，对与短路的源极和漏极连接的供给

节点NS1供给温度补偿电压VCP。而且，DC截止用的电容器C2的电容是比可变电容电路36的

电容大很多的电容。通过使用这种结构的可变电容电路36，能够在较宽的温度补偿电压VCP

的电压范围内确保可变电容电路36的总电容的电容变化的直线性。另外，由于可变电容电

路37的结构是与可变电容电路36相同的结构，因此省略详细的说明。

[0104] 4.输出电路

[0105] 图8示出输出电路40的结构例。输出电路40包含：缓冲电路42，其进行振荡信号OSC

的缓冲等；以及输出驱动器46，其进行基于振荡信号OSC的时钟信号CK、CKX的输出和驱动。

缓冲电路42例如可以包含波形整形电路43、分频器44、电平移位器&预驱动器45。波形整形

电路43是进行振荡信号OSC的波形整形而输出与振荡信号OSC对应的矩形波信号的电路，包

含反相器IVB和设置在反相器IVB的输出端子与输入端子之间的反馈用的电阻RQ。分频器44
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是进行时钟分频的电路，通过设置分频器44，能够输出对振荡信号OSC的频率进行分频而得

的频率的时钟信号CK、CKX。电平移位器&预驱动器45是进行从VREG2的电源电压电平到VDD

的电源电压电平的电平移位、对输出驱动器46进行驱动的预驱动的电路。例如，向缓冲电路

42的波形整形电路43和分频器44供给调节电源电压VREG2，向电平移位器&预驱动器45供给

调节电源电压VREG2和电源电压VDD。另一方面，向输出驱动器46供给电源电压VDD。

[0106] 输出驱动器46可以包含LVDS的驱动器电路、PECL的驱动器电路、HCSL的驱动器电

路以及差动的CMOS的驱动器电路中的至少1个驱动器电路。另外，在将该多个驱动器电路设

置于输出驱动器46的情况下，也可以在多个驱动器电路之间共用构成多个驱动器电路的晶

体管的一部分。

[0107] 图9是LVDS的驱动器电路的结构例。该驱动器电路具有：例如流过3.5mA的驱动电

流的电流源用的P型晶体管；构成被输入差动的输入信号IN、INX并输出差动的输出信号

OUT、OUTX的差动部的P型晶体管和N型晶体管；以及设置于GND侧的N型晶体管。输出信号

OUT、OUTX与时钟信号CK、CKX对应。图13是LVDS的差动输出信号的信号波形例。LVDS的差动

输出信号是将以GND为基准的电压VOS作为中心电压的、振幅例如为0.35V的信号。

[0108] 图10是PECL的驱动器电路的结构例。该驱动器电路具有：例如流过15.25mA的驱动

电流的P型晶体管；构成差动部的两个P型晶体管；以及构成使5.7mA的偏置电流流向输出信

号OUT、OUTX的节点的偏置电流电路的两个P型晶体管。该驱动器电路实际上被称为LV‑PECL

(Low  Voltage  Positive  Emitter  Coupled  Logic：低压正发射极耦合逻辑)，但在本实施

方式中仅记作PECL。图14是PECL的差动输出信号的信号波形例。PECL的差动输出信号是高

电位侧的电压为VOH、低电位侧的电压为VOL的振幅的信号。VOH是以VDD为基准而使负电位

侧例如为0.9525V的电压，VOL是以VDD为基准而使负电位侧例如为1.715V的电压。在PECL

中，在接收侧进行戴维宁端接或Y端接等。

[0109] 图11是HCSL的驱动器电路的结构例。该驱动器电路具有例如流过15mA的驱动电流

的P型晶体管以及构成差动部的两个P型晶体管。HCSL的差动输出信号例如是以0.4V为中心

电压的1.15V以下的振幅的信号。图12是差动的CMOS驱动器电路的结构例。该驱动器电路包

含串联设置在VDD与GND之间且栅极被输入输入信号IN的P型晶体管和N型晶体管、以及串联

设置在VDD与GND之间且栅极被输入输入信号INX的P型晶体管和N型晶体管。该CMOS驱动器

电路的差动输出信号是电压范围为VDD～GND的全摆幅信号。

[0110] 图15是对在振荡电路30、输出电路40中产生的噪声示意性地进行说明的图。例如

在不具有PLL电路等的源振的振荡器4中，振荡电路30的噪声成分的频率与输出电路40的噪

声成分的频率为同一频率。即，在噪声频谱中以同一频率出现噪声。但是，如图15所示，在输

出电路40的各电路中产生的噪声在不同的时刻产生，与振荡电路30相比，噪声的产生要素

多。因此，即使噪声成分的频率相同，杂波强度也变强，输出电路40成为产生很多噪声的噪

声源。

[0111] 关于该点，在本实施方式中，将输出电路40沿着边SD2配置，拉开配置在边SD2的对

边即边SD4上的地焊盘T4与输出电路40之间的距离。由此，能够降低例如在输出电路40中产

生的电源噪声等噪声对地电压带来的不良影响。例如，虽然基准电压供给电路34以地电压

为基准来生成基准电压VREF，但抑制了在输出电路40中产生的噪声与地电压重叠。由此，也

能够抑制基准电压VREF的变动，例如能够抑制温度补偿电路60的温度补偿精度发生劣化，
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从而降低时钟信号的相位噪声。

[0112] 另外，在本实施方式中，单独设置向温度补偿电路60等供给调节电源电压VREG1的

调节器81、和向输出电路40等供给调节电源电压VREG2的调节器82。另外，如在图4中说明的

那样，使向调节器81供给电源电压VDD的电源线LPW1的布线宽度WP1变细而提高阻抗。由此，

抑制了在调节器82侧产生的电源噪声波及到调节器81侧，能够实现温度补偿电路60的温度

补偿的高精度化和相位噪声的降低等。

[0113] 5.调节器

[0114] 在图16中对调节器81的结构例进行说明。调节器81包含运算放大器OPA以及串联

设置在VDD节点与GND节点之间的驱动用的N型晶体管TA1和电阻RA1、RA2。另外，调节器81可

以包含设置在运算放大器OPA的输出端子侧的电阻RA3和电容器CA。向运算放大器OPA的同

相输入端子输入基准电压VREF，向反相输入端子输入通过电阻RA1、RA2对调节电源电压

VREG1进行电压分割而得的电压VDA。而且，运算放大器OPA的输出端子经由电阻RA3与晶体

管TA1的栅极连接，并从晶体管TA1的漏极节点输出调节电源电压VREG1。在图17中，与图16

不同，驱动用的晶体管为P型晶体管TA2，向运算放大器OPA的反相输入端子输入基准电压

VREF，向同相输入端子输入电压VDA。另外，在图17中，相位补偿用的电容器CA的连接结构也

与图16不同。

[0115] 调节器82的电路结构也是与图17的调节器81同样的电路结构。但是，在调节器82

中，图16、图17的电阻RA1、RA2中的至少1个为可变电阻。而且，从晶体管TA1、TA2的漏极节点

输出调节电源电压VREG2。例如，在调节器82中，根据存储在由非易失性存储器实现的存储

部100中的电压设定信息来可变地设定电阻RA1和电阻RA2中的至少一方的电阻值。由此，输

出电压可变的调节电源电压VREG2。

[0116] 即，在调节器81中，通过使电阻RA1、RA2例如为固定的电阻值的电阻，输出作为固

定电压的调节电源电压VREG1。另一方面，在调节器82中，通过使电阻RA1、RA2中的至少一方

为可变电阻，能够输出可变的调节电源电压VREG2。另外，也可以是，在调节器81中也能够可

变地设定电阻RA1、RA2的电阻值。例如能够在制造或出厂时进行用于对调节电源电压VREG1

相对于工艺变动的变动进行补偿的电阻值调整。在该情况下，调节器82对电阻值的调整范

围比调节器81对电阻值的调整范围大，调节电源电压的调整范围也大。

[0117] 6.基准电压生成电路、温度传感器、温度补偿电路

[0118] 图18示出基准电压生成电路90的结构例。基准电压生成电路90包含设置在VDD节

点与GND节点之间的N型晶体管TD1、电阻RD1、RD2、RD3、双极晶体管BP1、BP2。另外，基准电压

生成电路90包含：P型晶体管TD2、TD3，它们的栅极被输入偏置电压VB；以及双极晶体管BP3，

其设置在晶体管TD2的漏极节点与GND节点之间。基准电压生成电路90是带隙基准电路，生

成基于带隙电压的基准电压VREF并输出。例如，将PNP型的双极晶体管BP1、BP2的基极/发射

极间电压设为VBE1、VBE2，ΔVBE＝VBE1‑VBE2。基准电压生成电路90输出例如VREF＝K×Δ

VBE+VBE2的基准电压VREF。K是根据电阻RD1、RD2的电阻值来设定的。例如，VBE2具有负的温

度特性，ΔVBE具有正的温度特性，因此通过对电阻RD1、RD2的电阻值进行调整，能够生成无

温度依赖性的恒定电压的基准电压VREF。而且，所生成的基准电压VREF是以地电压为基准

的恒定电压。另外，基准电压生成电路90并不限定于图18的结构，例如可以使用利用晶体管

的功函数差电压来生成基准电压VREF的电路等各种结构的电路。
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[0119] 图19示出温度传感器70的结构例。温度传感器70包含串联设置在电源节点与GND

节点之间的电流源IST、双极晶体管BPT。双极晶体管BPT的集电极节点和基极节点连接，成

为二极管连接。由此，从温度传感器70的输出节点NCQ输出具有温度依赖性的温度检测电压

VT。例如，输出根据基极/发射极间电压的温度依赖性而产生的负温度特性的温度检测电压

VT。另外，温度传感器70的结构并不限定于图19的结构，能够实施各种变形。例如，在温度传

感器70的输出节点NCQ与双极晶体管BPT的集电极节点之间设置电阻，并且在双极晶体管

BPT的发射极节点与GND节点之间设置可变电阻。通过设为这样的结构，能够使用温度传感

器70来实现温度补偿的0次校正。

[0120] 图20示出温度补偿电路60的结构例。温度补偿电路60包含0次校正电路62、1次校

正电路64、高次校正电路66、电流电压转换电路68。另外，例如在进行3次校正、4次校正、5次

校正等的情况下，作为高次校正电路66，设置有3次校正电路、4次校正电路、5次校正电路等

多个校正电路。高次校正电路66也被称为函数生成电路，产生与对温度补偿电压VCP的特性

进行近似的多项式对应的函数电流。例如多项式是以温度为变量的函数。

[0121] 温度补偿电路60进行基于多项式近似的模拟方式的温度补偿。具体来说，温度补

偿电路60通过以温度为变量的函数即多项式的近似来生成温度补偿电压VCP并输出。为此，

图2的存储部100存储对温度补偿电压VCP的特性进行近似的多项式的0次系数、1次系数、高

次系数来作为0次校正数据、1次校正数据、高次校正数据。然后，0次校正电路62、1次校正电

路64、高次校正电路66根据存储在存储部100中的0次校正数据、1次校正数据、高次校正数

据来输出0次校正电流信号、1次校正电流信号、高次校正电流信号。0次校正电流信号、1次

校正电流信号、高次校正电流信号可以称为函数电流的0次成分信号、1次成分信号、高次成

分信号。而且，在1次校正电路64、高次校正电路66中，根据相对于温度线性地变化的温度检

测电压VT来生成1次校正电流信号、高次校正电流信号并输出。电流电压转换电路68进行0

次校正电流信号、1次校正电流信号、高次校正电流信号的加法处理，并且进行电流电压转

换而输出温度补偿电压VCP。由此，实现基于多项式近似的模拟方式的温度补偿。

[0122] 另外，在如上述那样使用温度传感器70来进行温度补偿的0次校正的情况下，可以

省略0次校正电路62的结构。在该情况下，为了对由温度检测电压VT的偏移电压变动引起的

温度检测电压特性的偏移进行校正，例如也可以在进行5次多项式近似的温度补偿的温度

补偿电路60中设置2次校正电路、4次校正电路。

[0123] 7.振荡器

[0124] 接着，对本实施方式的振荡器4的构造例进行说明。图21示出振荡器4的第1构造

例。振荡器4具有振子10、集成电路装置20以及收纳振子10和集成电路装置20的封装15。封

装15例如由陶瓷等形成，在其内侧具有收纳空间，在该收纳空间中收纳有振子10和集成电

路装置20。收纳空间被气密密封，优选成为接近真空的状态即减压状态。通过封装15，能够

适当地保护振子10和集成电路装置20不受冲击、尘埃、热、湿气等的影响。

[0125] 封装15具有基座16和盖17。具体而言，封装15由基座16和盖17构成，该基座16支承

振子10和集成电路装置20，该盖17以在盖17与基座16之间形成收纳空间的方式与基座16的

上表面接合。并且，振子10经由端子电极而被支承于设置在基座16的内侧的台阶部。另外，

集成电路装置20配置在基座16的内侧底面。具体而言，集成电路装置20以有源面朝向基座

16的内侧底面的方式配置。有源面是集成电路装置20的形成有电路元件的面。另外，在集成
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电路装置20的焊盘上形成有凸块BMP。而且，集成电路装置20经由导电性的凸块BMP支承于

基座16的内侧底面。导电性的凸块BMP例如是金属凸块，经由该凸块BMP、封装15的内部布

线、端子电极等将振子10与集成电路装置20电连接。另外，集成电路装置20经由凸块BMP、封

装15的内部布线而与振荡器4的外部端子18、19电连接。外部端子18、19形成在封装15的外

侧底面上。外部端子18、19经由外部布线而与外部设备连接。外部布线例如是在安装有外部

设备的电路基板上形成的布线等。由此，能够对外部设备输出时钟信号等。

[0126] 另外，在图21中，以集成电路装置20的有源面朝向下方的方式倒装安装集成电路

装置20，但本实施方式并不限定于这样的安装。例如，可以以集成电路装置20的有源面朝向

上方的方式安装集成电路装置20。即，以有源面与振子10相对的方式安装集成电路装置20。

[0127] 图22示出振荡器4的第2构造例。图22的振荡器4包含振子10、集成电路装置20以及

集成电路装置21。另外，振荡器4包含收纳振子10和集成电路装置20的封装15、以及收纳封

装15和集成电路装置21的封装5。封装15、封装5分别是第1封装、第2封装。第1封装、第2封装

也可以称为第1容器、第2容器。

[0128] 并且，在本实施方式中，收纳在封装15中的集成电路装置20进行第1温度补偿处

理，收纳在封装5中的集成电路装置21进行第2温度补偿处理。例如，通过将振子10和集成电

路装置20收纳在封装15中，例如构成了进行模拟方式的第1温度补偿处理的温度补偿型的

振荡器14。而且，通过将进行模拟方式的第1温度补偿处理的振荡器14和进行数字方式的第

2温度补偿处理的集成电路装置21收纳在封装5中，构成了生成高精度的时钟信号的振荡器

4。集成电路装置21也可以称为以数字方式进行微调的第2温度补偿处理的校正IC。

[0129] 具体而言，封装5例如由陶瓷等形成，在其内侧具有收纳空间。在该收纳空间中收

纳有振荡器14和集成电路装置21，该振荡器14在封装15中收纳有振子10和集成电路装置

20。收纳空间被气密密封，优选成为接近真空的状态即减压状态。通过封装5，能够适当地保

护集成电路装置21和振荡器14不受冲击、尘埃、热、湿气等的影响。

[0130] 封装5具有基座6和盖7。具体而言，封装5由基座6和盖7构成，该基座6支承振荡器

14和集成电路装置21，该盖7以在盖7与基座6之间形成收纳空间的方式与基座6的上表面接

合。基座6在其内侧具有在上表面开口的第1凹部和在第1凹部的底面开口的第2凹部。集成

电路装置21支承在第1凹部的底面上。例如，集成电路装置21经由端子电极而支承在底面的

台阶部上。另外，振荡器14支承在第2凹部的底面上。例如，振荡器14经由端子电极而支承在

底面的台阶部上。另外，基座6具有在第2凹部的底面开口的第3凹部，在该第3凹部中配置电

路部件12。作为配置的电路部件12，例如可以想到电容器、温度传感器等。

[0131] 集成电路装置21例如经由接合线BW、形成于台阶部的端子电极、封装5的内部布线

而与振荡器14的端子电连接。由此，能够将来自振荡器14的时钟信号、温度检测信号输入到

集成电路装置21。另外，集成电路装置21经由接合线BW、形成于台阶部的端子电极、封装5的

内部布线而与振荡器4的外部端子8、9电连接。外部端子8、9形成在封装5的外侧底面上。外

部端子8、9经由外部布线而与外部设备连接。外部布线例如是在安装有外部设备的电路基

板上形成的布线等。由此，能够对外部设备输出时钟信号等。另外，也可以将振荡器14的端

子与外部端子8、9电连接。

[0132] 另外，在图22中，在振荡器14的上方配置集成电路装置21，但也可以在振荡器14的

下方配置集成电路装置21。这里，上方是从封装5的底面朝向盖7的方向，下方是其相反方
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向。另外，也可以在振荡器14的侧方设置集成电路装置21。即，在振荡器4的俯视观察时振荡

器14和集成电路装置21以并排的方式配置。

[0133] 接着，对集成电路装置21进行说明。集成电路装置21包含时钟信号生成电路，该时

钟信号生成电路输入由振荡器14生成的时钟信号即第1时钟信号作为基准时钟信号。然后，

将由时钟信号生成电路生成的时钟信号作为振荡器4的输出时钟信号输出到外部。例如，集

成电路装置21的时钟信号生成电路由分数‑N型的PLL电路构成，该PLL电路输入来自振荡器

14的第1时钟信号作为基准时钟信号。该PLL电路对作为第1时钟信号的基准时钟信号、和通

过分频电路对PLL电路的输出时钟信号进行分频而得到的反馈时钟信号进行相位比较。然

后，使用Δ‑Σ调制电路来设定小数的分频比，由此实现分数‑N型的PLL电路。另外，集成电

路装置21所包含的控制电路基于温度补偿数据来进行在PLL电路中设定的分频比数据的校

正处理，由此实现第2温度补偿处理。另外，在振荡器14中进行的第1温度补偿处理例如是通

过多项式近似的温度补偿处理来实现的。另外，时钟信号生成电路也可以由直接数字合成

器构成。在这种情况下，对以第1时钟信号为基准时钟信号来进行动作的直接数字合成器输

入利用温度补偿数据校正后的频率控制数据，由此实现第2温度补偿处理。

[0134] 根据图22的振荡器4，使振子10进行振荡的集成电路装置20进行第1温度补偿处

理，从而能够减小从作为第1集成电路装置的集成电路装置20输出的第1时钟信号的基于频

率温度特性的频率变动量。并且，作为第2集成电路装置的集成电路装置21在基于来自集成

电路装置20的第1时钟信号生成时钟信号时，进行第2温度补偿处理。这样，在由集成电路装

置20进行了第1温度补偿处理之后，由集成电路装置21进行第2温度补偿处理，由此，能够减

小由于温度计测结果的波动等而导致的频率的微跳等，能够实现振荡器4的时钟频率的高

精度化等。另外，在图22的振荡器4中，也可以使用设置于集成电路装置20的温度传感器来

进行第1温度补偿处理，并且该温度传感器的温度检测信号从集成电路装置20输出并输入

到集成电路装置21。然后，集成电路装置21可以根据输入的温度检测信号来进行第2温度补

偿处理。这样，由于能够根据来自相同温度传感器的温度检测信号来进行集成电路装置20

中的第1温度补偿处理和集成电路装置21中的第2温度补偿处理，所以能够实现更适当的温

度补偿处理。在该情况下，内置于集成电路装置20的温度传感器与振子10之间的距离比该

温度传感器与集成电路装置21之间的距离短。因此，能够拉开由于进行数字方式的温度补

偿处理而发热量多的集成电路装置21与振子10之间的距离，能够降低集成电路装置21的发

热对温度传感器的温度检测结果带来的不良影响。因此，能够使用内置于集成电路装置20

的温度传感器来更准确地计测振子10的温度。

[0135] 8.电子设备、移动体

[0136] 图23示出包含本实施方式的集成电路装置20的电子设备500的结构例。电子设备

500包含本实施方式的集成电路装置20和处理装置520，该处理装置520通过基于集成电路

装置20的振荡电路30的振荡信号的时钟信号来进行动作。具体而言，电子设备500包含具有

本实施方式的集成电路装置20的振荡器4，处理装置520基于来自振荡器4的时钟信号来进

行动作。另外，电子设备500还能够包含天线ANT、通信接口510、操作界面530、显示部540以

及存储器550。另外，电子设备500不限于图23的结构，能够实施省略它们的一部分结构要

素、或追加其他结构要素等各种变形。

[0137] 电子设备500例如可以是基站或路由器等网络相关设备、测量距离、时间、流速或
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流量等物理量的高精度的测量设备、测量生物体信息的生物体信息测量设备或车载设备

等。生物体信息测量设备例如是超声波测量装置、脉搏计或血压测量装置等。车载设备是自

动驾驶用的设备等。并且，电子设备500也可以是头部佩戴型显示装置或时钟相关设备等可

穿戴设备、机器人、打印装置、投影装置、智能手机等便携信息终端、发布内容的内容提供设

备、或者数码照相机或摄像机等影像设备等。

[0138] 另外，作为电子设备500，存在用于5G等下一代移动通信系统的设备。例如，可以在

下一代移动通信系统的基站、射频拉远头(RRH：Remote  Radio  Head)或便携通信终端等各

种设备中使用本实施方式的集成电路装置20。在下一代移动通信系统中，为了时刻同步等

而要求高精度的时钟频率，适合作为能够生成高精度的时钟信号的本实施方式的集成电路

装置20的应用例。

[0139] 通信接口510进行经由天线ANT从外部接收数据或向外部发送数据的处理。作为处

理器的处理装置520进行电子设备500的控制处理、经由通信接口510收发的数据的各种数

字处理等。处理装置520的功能例如能够通过微型计算机等处理器实现。操作界面530用于

供用户进行输入操作，能够通过操作按钮或触摸板显示器等实现。显示部540显示各种信

息，能够通过液晶或有机EL等显示器实现。存储器550存储数据，其功能能够通过RAM或ROM

等半导体存储器实现。

[0140] 图24示出包含本实施方式的集成电路装置20的移动体的例子。移动体包含本实施

方式的集成电路装置20和处理装置220，该处理装置220通过基于集成电路装置20的振荡电

路30的振荡信号的时钟信号来进行动作。具体而言，移动体包含具有本实施方式的集成电

路装置20的振荡器4，处理装置220根据来自振荡器4的时钟信号来进行动作。本实施方式的

集成电路装置20例如能够组装到车、飞机、摩托车、自行车或船舶等各种移动体中。移动体

例如是具有发动机或电动机等驱动机构、方向盘或舵等转向机构、各种电子设备并在地面

上、天空或海上移动的设备/装置。图24概略地示出作为移动体的具体例的汽车206。在汽车

206中组装有本实施方式的集成电路装置20。具体而言，作为移动体的汽车206包含控制装

置208，控制装置208包含：振荡器4，其包含本实施方式的集成电路装置20；以及处理装置

220，其根据由振荡器4生成的时钟信号来进行动作。控制装置208例如根据车体207的姿态

对悬架的软硬进行控制、或者对各个车轮209的制动进行控制。例如，可以利用控制装置208

实现汽车206的自动驾驶。另外，组装有本实施方式的集成电路装置20的设备并不限于这样

的控制装置208，也能够组装到在汽车206等移动体中设置的仪表面板设备或导航设备等各

种车载设备中。

[0141] 如以上说明的那样，本实施方式的集成电路装置包含：第1焊盘，其与振子的一端

电连接；第2焊盘，其与振子的另一端电连接；振荡电路，其与第1焊盘和第2焊盘电连接，通

过使振子进行振荡而生成振荡信号；以及输出电路，其根据振荡信号来输出时钟信号。振荡

电路沿着集成电路装置的第1边、与第1边交叉的第2边、作为第1边的对边的第3边以及作为

第2边的对边的第4边中的第1边配置。而且，第1焊盘和第2焊盘在俯视时沿着第1边配置在

振荡电路内，输出电路沿着第2边配置。

[0142] 根据本实施方式，集成电路装置包含：第1焊盘和第2焊盘，它们与振子电连接；振

荡电路，其生成振荡信号；以及输出电路，其根据振荡信号来输出时钟信号。而且，振荡电路

沿着集成电路装置的第1边配置，第1焊盘和第2焊盘沿着第1边配置在振荡电路内，输出电
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路沿着第2边配置。这样，振荡电路沿着第1边配置，输出电路沿着与第1边交叉的第2边配

置，由此，能够降低由放射噪声等噪声引起的不良影响。另外，第1焊盘和第2焊盘沿着第1边

配置在振荡电路内，由此，例如能够抑制因与第1焊盘、第2焊盘连接的第1信号线、第2信号

线的寄生电阻、寄生电容引起的振荡特性的劣化等，能够生成高精度的时钟信号。因此，可

以提供能够降低放射噪声等噪声并且能够生成基于振荡信号的高精度的时钟信号的集成

电路装置。

[0143] 另外，在本实施方式中，也可以是，输出电路配置在第2边与第3边交叉的拐角部。

[0144] 这样，能够使输出电路靠近集成电路装置的拐角部而配置，因此能够实现紧凑且

高效的布局配置。

[0145] 另外，在本实施方式中，也可以包含温度补偿电路，该温度补偿电路根据来自温度

传感器的温度检测电压，进行振荡电路的振荡频率的温度补偿，在设从第1边朝向第3边的

方向为第1方向、从第2边朝向第4边的方向为第2方向时，温度补偿电路配置在振荡电路的

第1方向且输出电路的第2方向上。

[0146] 这样，能够灵活运用振荡电路的第1方向且输出电路的第2方向的区域来配置温度

补偿电路。

[0147] 另外，在本实施方式中，也可以包含控制电路，该控制电路对温度补偿电路进行控

制，控制电路配置在温度补偿电路的第2方向上。

[0148] 这样，能够将控制温度补偿电路的控制电路在温度补偿电路的第2方向上靠近温

度补偿电路而配置，能够以短路径将来自控制电路的控制信号输入到温度补偿电路。

[0149] 另外，在本实施方式中，也可以包含调节器，该调节器向温度补偿电路供给调节电

源电压，调节器配置在温度补偿电路的第1方向上。

[0150] 这样，能够以短路径将调节器生成的调节电源电压输入到温度补偿电路，能够减

小供给调节电源电压的电源线的寄生电阻、寄生电容等。

[0151] 另外，在本实施方式中，也可以包含：基准电压生成电路，其向调节器供给基准电

压；以及地焊盘，其被供给地电压，基准电压生成电路配置在地焊盘与调节器之间。

[0152] 这样，能够以短路径将来自地焊盘的地电压供给到基准电压生成电路，基准电压

生成电路能够以电位稳定的的地电压为基准来生成基准电压。

[0153] 另外，在本实施方式中，也可以包含：温度传感器；以及温度补偿电路，其根据来自

温度传感器的温度检测电压，进行振荡电路的振荡频率的温度补偿，在设从第1边朝向第3

边的方向为第1方向、从第2边朝向第4边的方向为第2方向时，温度传感器配置在振荡电路

的第2方向上。

[0154] 这样，能够使配置在振荡电路内的第1焊盘或第2焊盘与温度传感器的距离变近，

能够使用温度传感器来更适当地检测振子的温度。

[0155] 另外，在本实施方式中，也可以是，温度传感器配置在第1边与第4边交叉的拐角

部。

[0156] 这样，能够在远离沿着第2边配置的输出电路的位置配置温度传感器，能够抑制来

自输出电路的热对温度传感器的温度检测结果带来不良影响。

[0157] 另外，在本实施方式中，也可以包含输出时钟信号的时钟焊盘，时钟焊盘配置在输

出电路内。
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[0158] 这样，能够有效利用输出电路的电路配置区域来配置时钟焊盘，因此能够实现高

效的布局配置。

[0159] 另外，在本实施方式中，也可以包含：电源焊盘，其被供给电源电压；地焊盘，其被

供给地电压，电源焊盘沿着第2边配置，地焊盘沿着第4边配置。

[0160] 这样，能够将电源焊盘配置在输出电路的附近，能够降低由输出电路产生的电源

噪声的不良影响。另外，地焊盘被配置在远离输出电路的位置，能够降低由地电压变动引起

的不良影响。

[0161] 另外，在本实施方式中，也可以是，振荡电路以沿着第1边的方向为长边方向而配

置。

[0162] 这样，能够在距离第1边规定宽度的区域内配置振荡电路，能够实现高效的布局配

置。

[0163] 另外，在本实施方式中，也可以是，输出电路以沿着第2边的方向为长边方向而配

置。

[0164] 这样，能够在距离第2边规定宽度的区域内配置输出电路，能够实现高效的布局配

置。

[0165] 另外，本实施方式涉及振荡器，该振荡器包含：以上记载的集成电路装置；以及振

子。

[0166] 另外，本实施方式涉及电子设备，该电子设备包含：以上记载的集成电路装置；以

及处理装置，其根据时钟信号来进行动作。

[0167] 另外，本实施方式涉及移动体，该移动体包含：以上记载的集成电路装置；以及处

理装置，其根据时钟信号来进行动作。

[0168] 另外，如上述那样对本实施方式进行了详细说明，但本领域技术人员可以容易地

理解，能够实现实质上不脱离本公开的新事项和效果的多种变形。因此，所有这样的变形例

都包含在本公开的范围内。例如，在说明书或附图中至少一次与更广义或同义的不同用语

一起记载的用语在说明书或附图的任何位置处都可置换为该不同的用语。另外，本实施方

式和变形例的全部组合也包含在本公开的范围内。另外，集成电路装置、振荡器、电子设备、

移动体的结构、动作等也不限于在本实施方式中说明的结构、动作等，能够实施各种变形。
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